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ＣｄＳｅ量子点修饰ＺｎＯ微米线快速响应的紫外光电
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摘要　ＺｎＯ由于其优异的光电性能，在紫外光探测领域引起了广泛的关注。采用ＣｄＳｅ量子点修饰ＺｎＯ微米线，
提高了其响应速度和响应度。ＺｎＯ和ＣｄＳｅ之间形成的内置电场加速了光生电子空穴对的分离，显著增加了光电
流。同时，ＺｎＯ和ＣｄＳｅ形成了ＩＩ型能带结构，加速了载流子输运，使响应时间显著减少。此外，温度相关的电流－
电压曲线表明，随着温度的升高，ＺｎＯ表面态俘获的载流子从表面陷阱态逃逸，降低了表面态的影响，提高了响应
速度。结果显示，ＣｄＳｅ量子点修饰的ＺｎＯ微米线光电探测器的上升时间为１．４ｓ，几乎比ＺｎＯ光电探测器小一个
数量级。这些优异的光电性能表明，量子点修饰是提高光电探测器性能的重要方法。
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１　引　　言
ＺｎＯ紫外光电探测器在图像传感、辐射监测、火
焰传感和导弹尾焰探测等方面均具有巨大的应用潜

力，一直以来都是科研人员研究的重点［１－５］。ＺｎＯ微
米线由于具有较小的体积、较高的电子迁移率及较宽
的直接带隙等特点，能够将光生载流子快速分离，是制
备高响应度探测器的重要材料。然而，低维材料表面
通常存在大量悬挂键和表面态等缺陷，这些缺陷作为
陷阱捕获光生载流子，产生严重的持续光电导效应，增
加探测器的上升下降时间，极大地影响了ＺｎＯ光电探
测器的性能［６－１０］。近年来，为了克服表面态的影响，人
们提出了压阻效应和金属纳米粒子修饰等方法。然
而，压阻效应中应变的不可控性使人们难以获得稳定
的光响应，而Ａｇ纳米粒子修饰的方法中Ａｇ形成的连
续网络增加了探测器的暗电流［１１－１４］。因此，寻找同时
提高探测器响应度和响应速度的方法具有重要意义。
目前，量子点表面修饰是提高探测器性能的重要

方法，一方面量子点（ＱＤ）的包覆可以钝化微米线的表
面态，同时增加探测器对光的吸收；另一方面在量子点
与微米线能带的作用下，载流子分离效率提升，同时响
应速度提升［１５－１７］。２０１７年，Ｚｈｅｎｇ等［１８］用ＰｂＳ量子

点修饰了ＺｎＯ微米线，将上升时间减少到９ｓ，下降时
间减少到２ｓ。由此可见，通过量子点修饰ＺｎＯ，可以
在一定程度上提升ＺｎＯ探测器的响应速度。而ＣｄＳｅ
量子点具有带隙可调、电子输运可控、能带结构匹配和
制备工艺简单等优点，ＣｄＳｅ与ＺｎＯ结合不仅可以提
升载流子分离效率，还可以增加ＺｎＯ微米线对光的吸
收，因此ＣｄＳｅ量子点是用于提升ＺｎＯ探测器性能的
理想材料［１９－２０］。
本文采用化学气相沉积法生长了ＺｎＯ微米线，通

过在其表面修饰化学合成的ＣｄＳｅ量子点，获得了快
速响应的紫外光电探测器。ＣｄＳｅ与ＺｎＯ之间形成的
ＩＩ型能带结构以及ＣｄＳｅ量子点对ＺｎＯ的表面钝化作
用有效抑制了ＺｎＯ表面态的影响，提高了器件的响应
速度和响应度。相比于纯的ＺｎＯ微米线光电探测器，
ＣｄＳｅ量子点修饰后，ＺｎＯ探测器的上升和下降速度
分别提高了８倍和４倍，同时响应度也增加了３倍以
上。为了确定ＣｄＳｅ量子点和ＺｎＯ微米线之间的载流
子输运机制，对热退火处理后的材料进行温度相关的
电流－电压特性测试。结果显示，随着温度的升高，退
火后的材料具有更高的光电流和更快的载流子输运特

性［２１－２３］。这些结果证实了ＣｄＳｅ量子点对ＺｎＯ微米线
的表面修饰作用是提高ＺｎＯ光电探测器性能的关键。
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２　实验原理
将０．７９ｇ硒粉加入到４．５ｇ三辛基膦（ＴＯＰ）中，

随后将混合物在 Ａｒ气氛下加热至１５０ ℃以制备
ＴＯＰ－Ｓｅ溶液。在 Ａｒ气氛下，将ＣｄＯ加热溶解在硬
脂酸中，待到ＣｄＯ溶解后，将溶液冷却至室温。将８ｇ
氧化三辛基膦（ＴＯＰＯ）和１２ｇ　１－十七烷基十八胺
（ＨＤＡ）加入到 ＣｄＯ 溶液中，并将混合物加热至
１５０℃。在该温度下，将４ｍＬ　ＴＯＰ－Ｓｅ溶液快速注入
混合溶液中开始成核。首先将腔室温度控制在
１２０℃，然后温度以均匀的梯度升高至１５０℃，持续
６０ｍｉｎ（０．５℃／ｍｉｎ）［２４－２５］。
采用化学气相沉积法合成ＺｎＯ微米线。将０．５ｇ

ＺｎＯ粉末和０．５ｇ石墨粉充分研磨２ｈ。将研磨好的
粉末放入石英舟内，并将带有ＺｎＯ籽晶的硅衬底置于
石英舟上方。将混合物升至１０５０℃（２０℃／ｍｉｎ），然
后在１０５０℃下保持半小时。沉积完成后，将样品自然
冷却至室温。在沉积过程中，分别通Ａｒ和Ｏ２作为载
气，流速分别为１２０ｍＬ／ｍｉｎ和２ｍＬ／ｍｉｎ。
将分散在甲苯中的ＣｄＳｅ量子点滴加到ＺｎＯ微米

线表面，制备 ＣｄＳｅ量子点修饰的ＺｎＯ 微米线。在
ＺｎＯ微米线两端固定Ｉｎ电极以制备探测器，两个电极
的间距为０．４ｃｍ，有效探测面积为０．０６７ｍｍ２。分别
用扫描电镜（ＳＥＭ）和透射电镜（ＴＥＭ）对量子点修饰

前后的ＺｎＯ微米线的形貌进行表征，用紫外－可见分
光光度计和荧光光谱仪表征ＺｎＯ和ＣｄＳｅ量子点的吸
收和发光性质。采用紫外可见光响应系统表征了
ＺｎＯ微米线探测器的响应性能。

３　结果与讨论
图１（ａ）为单根ＺｎＯ微米线（ＭＷ）的扫描电镜图

像，可以看出ＺｎＯ微米线为典型的六方结构，直径大
约为１６．７５μｍ。图１（ａ）中的插图为ＺｎＯ微米线的光
致发光光谱，可以看出，３７６ｎｍ 处存在一个明显的
ＺｎＯ近带边发射峰，同时在５５０ｎｍ处存在一个宽的
发光峰，该峰来自于ＺｎＯ中的氧空位缺陷［２６］。为了表
征ＺｎＯ微米线探测器的光响应性能，分别测量了ＺｎＯ
微米线在黑暗和不同强度紫外光（波长λ＝３６０ｎｍ）照
射下的伏安特性曲线，如图１（ｂ）所示，在黑暗条件下，
施加１Ｖ电压时电流为０．８μＡ；在０．０６８ｍＷ／ｃｍ

２功率

密度（Ｐｄ）的光照射时，电流增加至１．７５μＡ；随着激光
强度的继续增加，光电流略微增加。图１（ｃ）为在
０．５Ｖ偏压下测量的ＺｎＯ光电探测器的全谱光响应曲
线，当激发光波长小于４００ｎｍ 时，存在较强的响应
峰，该峰值位置对应于ＺｎＯ的禁带宽度。同时，当激
发波长大于４００ｎｍ时，光谱响应存在略微上升的趋
势，这 是 由 ＺｎＯ 本 征 缺 陷 吸 收 引 起 的［２７－２９］。
图１（ｄ）为ＺｎＯ微米线光电探测器在１Ｖ偏压下的光开

图１ ＺｎＯ微米线的形貌和光电性能表征。（ａ）ＺｎＯ微米线的扫描电镜图像，插图为ＺｎＯ微米线的光致发光光谱；
（ｂ）ＺｎＯ微米线的伏安特性曲线；（ｃ）ＺｎＯ微米线的全光谱响应；（ｄ）ＺｎＯ微米线光探测器的电流－时间曲线

Ｆｉｇ．１Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｍｏｒｐｈｏｌｏｇｙ　ａｎｄ　ｐｈｏｔｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　ｏｆ　ＺｎＯ　ｍｉｃｒｏｗｉｒｅｓ．（ａ）ＳＥＭ　ｉｍａｇｅ　ｏｆ　ＺｎＯ　ＭＷｓ　ｗｉｔｈ
ｐｈｏｔｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ　ｓｐｅｃｔｒｕｍ　ｏｆ　ＺｎＯ　ＭＷ　ｓｈｏｗｎ　ｉｎ　ｉｎｓｅｒｔ；（ｂ）ｖｏｌｔａｇｅ－ｃｕｒｒｅｎｔ　ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃ　ｃｕｒｖｅｓ　ｏｆ　ＺｎＯ　ＭＷ；（ｃ）ｆｕｌｌ
　　 ｓｐｅｃｔｒａｌ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ　ｏｆ　ＺｎＯ　ＭＷ；（ｄ）ｃｕｒｒｅｎｔ－ｔｉｍｅ　ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃ　ｃｕｒｖｅ　ｏｆ　ＺｎＯ　ＭＷ　ｐｈｏｔｏｄｅｔｅｃｔｏｒ
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关特性，可以看出，ＺｎＯ微米线具有良好的光开关特
性，同时也发现其上升下降时间较长。这是由于ＺｎＯ
微米线的表面态捕获氧分子，当光激发ＺｎＯ产生电子
空穴对之后，空穴迁移到表面，被表面态捕获并释放表
面的氧分子。随着光照时间的增加，未成对的电子逐渐
积累，直到氧的解吸和再吸收达到平衡，光电流才会逐
渐增加。在这个过程中，氧的吸附和解吸过程缓慢，同
时ＺｎＯ表面的缺陷也阻碍了电子的传输。这些因素共
同影响了ＺｎＯ微米线光电探测器的光响应速度［３０－３１］。
为了表征ＣｄＳｅ量子点的光学特性，分别测量了

ＣｄＳｅ量子点光致发光光谱和紫外－可见光吸收光谱，
结果如图２（ａ）所示。在吸收光谱上，观察到位于
５３２ｎｍ处的第一激子吸收峰。而在发射光谱上，发光
峰位于５４２ｎｍ处，与吸收峰相比具有明显的红移，这
是典型的斯托克斯位移。此外，ＣｄＳｅ量子还点具有较
强的发光强度和窄的半峰全宽，这表明所合成的ＣｄＳｅ
量子点尺寸均匀，并具有高的量子产率。图２（ｂ）为
ＣｄＳｅ量子点修饰的ＺｎＯ微米线的透射电镜图像，可
以看出ＣｄＳｅ量子点均匀地附着在ＺｎＯ微米线表面。
插图为局部放大的透射电镜图像。从局部放大ＴＥＭ

图像中可以观察到，在ＺｎＯ微米线表面形成了一层细
小均匀的ＣｄＳｅ纳米颗粒，平均大小约为１１．５ｎｍ。表
明ＣｄＳｅ量子点已经紧密结合到ＺｎＯ微米线表面，在
ＺｎＯ微米线表面形成了良好的异质结结构。图２（ｃ）
为ＣｄＳｅ量子点修饰前后ＺｎＯ微米线的光致发光光
谱，ＣｄＳｅ量子点修饰后，除了３７６ｎｍ处ＺｎＯ微米线
的带边发射之外，在５４２ｎｍ 处观察到了ＣｄＳｅ的发
光，同时ＺｎＯ近带边的发光减弱，这是ＣｄＳｅ与ＺｎＯ
形成了异质结，电子向 ＣｄＳｅ中转移并复合所引起
的［３２］。图２（ｄ）为有无ＣｄＳｅ量子点修饰的ＺｎＯ微米
线的光暗伏安特性曲线，与ＺｎＯ相比，ＣｄＳｅ量子点修
饰之后，ＺｎＯ微米线的光暗电流都显著增加。这是由
于ＣｄＳｅ和ＺｎＯ构成ＩＩ型能带结构，在界面处产生了
内建电场。在内建电场的作用下，电子向ＺｎＯ微米线
表面的迁移和空穴向ＣｄＳｅ量子点的迁移加快了载流
子的分离［３３］。光生载流子的快速分离使电子和空穴
的寿命增加，从而导致光电流的增加。同时，ＣｄＳｅ量
子点包覆也可以增强探测器对光的吸收，使探测器的
光电流显著增加。通过实验数据对比可以看出，ＣｄＳｅ
量子点使ＺｎＯ光电探测器的光电流提高了２．４倍。

图２ＣｄＳｅ量子点修饰ＺｎＯ微米线的形貌和发光特性表征。（ａ）ＣｄＳｅ量子点的光致发光和吸收光谱，插图是ＣｄＳｅ量子点实物
图像；（ｂ）ＣｄＳｅ量子点修饰ＺｎＯ微米线的透射电镜图像，插图是局部放大的透射电镜图像；（ｃ）ＺｎＯ微米线和ＣｄＳｅ量子

　　 点修饰的ＺｎＯ微米线的光致发光光谱的对比；（ｄ）有无ＣｄＳｅ量子点修饰的ＺｎＯ微米线光暗电流的对比
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ｐｈｏｔｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃ　ｓｐｅｃｔｒａ　ｏｆ　ＺｎＯ　ＭＷ　ａｎｄ　ＣｄＳｅ　ＱＤｓ　ｍｏｄｉｆｉｅｄ　ＺｎＯ　ＭＷ；（ｄ）ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ　ｏｆ　ｌｉｇｈｔ　ａｎｄ　ｄａｒｋ　ｃｕｒｒｅｎｔｓ　ｏｆ
　　　　　　 ＺｎＯ　ＭＷ　ａｎｄ　ＣｄＳｅ　ＱＤｓ　ｍｏｄｉｆｉｅｄ　ＺｎＯ　ＭＷ

　　图３（ａ）为ＣｄＳｅ量子点修饰ＺｎＯ微米线光电探
测器在不同功率紫外光照射下（λ＝３６０ｎｍ）的伏安特

性曲线，可以看出，光电流随着激光功率密度的增加而
增加。这是由于激光功率的增加使ＺｎＯ产生了更多
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的光生载流子，载流子通过ＩＩ型能带结构快速分离而
转化为光电流。当激光功率密度进一步增加时，光电
流趋于饱和而不再增加，这是由于高功率密度条件下，
光生载流子数量达到饱和，同时电子空穴复合效率增
加，光电流趋于稳定。图３（ｂ）为不同功率激光照射
下，ＣｄＳｅ量子点修饰前后ＺｎＯ微米线光电探测器的
响应度对比，ＣｄＳｅ量子点修饰后，探测器在不同功率
密度下的响应度均有明显提高，且随着激光器功率密
度的增加而逐渐下降。图３（ｃ）为ＣｄＳｅ量子点修饰
ＺｎＯ微米线光电探测器在０．５Ｖ偏压下的光谱响应曲
线，其响应峰值位于３７０ｎｍ处，与纯ＺｎＯ微米线的响

应峰位置相同，最大响应度达到１０．５ｍＡ／Ｗ，较纯ＺｎＯ
探测器（１．８ｍＡ／Ｗ）提高了近６倍。图３（ｃ）插图从能带
的角度揭示了ＣｄＳｅ量子点修饰ＺｎＯ微米线后电子空
穴对快速分离的工作机理，其中ｈ为普朗克常数，ｖ为
入射光子频率。在入射光的激发下，光诱导电子首先从
价带被激发到导带，然后在内建电场的作用下，电子向
ＺｎＯ微米线表面迁移，空穴向ＣｄＳｅ量子点的迁移加快
了光生载流子的分离。ＣｄＳｅ量子点修饰ＺｎＯ微米线光
电探测器的光开关特性曲线如图３（ｄ）所示，量子点修饰
之后，探测器的光开关仍然表现出良好的重复性，同时
上升下降时间较ＺｎＯ微米线探测器明显缩短。

图３ＣｄＳｅ量子点修饰ＺｎＯ微米线光电性能的表征。（ａ）ＣｄＳｅ量子点修饰ＺｎＯ微米线光电探测器在不同功率激光照射下的电
流－电压曲线；（ｂ）ＺｎＯ微米线和ＣｄＳｅ量子点修饰ＺｎＯ微米线在不同功率激光照射下的响应度对比；（ｃ）ＣｄＳｅ量子点修饰

ＺｎＯ微米线在０．５Ｖ下的光谱响应曲线，插图为ＣｄＳｅ量子点修饰ＺｎＯ微米线的快速分离机制；（ｄ）ＣｄＳｅ量子点修饰ＺｎＯ
　　　 微米线的电流－时间曲线

Ｆｉｇ．３ Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｐｈｏｔｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　ｏｆ　ＺｎＯ　ＭＷｓ　ｍｏｄｉｆｉｅｄ　ｂｙ　ＣｄＳｅ　ｑｕａｎｔｕｍ　ｄｏｔｓ．（ａ）Ｃｕｒｒｅｎｔ－ｖｏｌｔａｇｅ　ｃｕｒｖｅｓ　ｏｆ
ＣｄＳｅ　ＱＤｓ　ｍｏｄｉｆｉｅｄ　ＺｎＯ　ＭＷ　ｐｈｏｔｏｄｅｔｅｃｔｏｒ　ｕｎｄｅｒ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ　ｐｏｗｅｒ　ｄｅｎｓｉｔｉｅｓ；（ｂ）ｒｅｓｐｏｎｓｉｖｉｔｙ　ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ　ｏｆ　ＺｎＯ　ＭＷｓ
ａｎｄ　ＣｄＳｅ　ＱＤｓ　ｍｏｄｉｆｉｅｄ　ＺｎＯ　ＭＷ　ｕｎｄｅｒ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ　ｌａｓｅｒ　ｐｏｗｅｒｓ；（ｃ）ｓｐｅｃｔｒａｌ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ　ｃｕｒｖｅ　ｏｆ　ＣｄＳｅ　ＱＤｓ　ｍｏｄｉｆｉｅｄ　ＺｎＯ
ＭＷ　ａｔ　０．５Ｖ ｗｉｔｈ　ｒａｐｉｄ　ｓｅｐａｒａｔｉｏｎ　ｍｅｃｈａｎｉｓｍ　ｏｆ　ＣｄＳｅ　ＱＤｓ　ｍｏｄｉｆｉｅｄ　ＺｎＯ　ＭＷ　ｓｈｏｗｎ　ｉｎ　ｉｎｓｅｔ；（ｄ）ｃｕｒｒｅｎｔ－ｔｉｍｅ
　　　　 ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃ　ｃｕｒｖｅ　ｏｆ　ＣｄＳｅ　ＱＤｓ　ｍｏｄｉｆｉｅｄ　ＺｎＯ　ＭＷ

　　上升时间是指电流从最大值的１０％增加到９０％
所用的时间，下降时间时间是指电流从最大值的９０％
下降到１０％所用的时间。从图４中可以看出，ＺｎＯ微
米线光电探测器的上升时间（τｒｉｓｅ）为１１．４ｓ，下降时间
（τｄｅｃａｙ）为２８．６ｓ；而ＣｄＳｅ量子点修饰ＺｎＯ微米线光
电探测器的上升时间仅为１．４ｓ，下降时间为６．８ｓ。响
应时间明显缩短主要有两方面原因。首先，ＺｎＯ 和
ＣｄＳｅ形成了ＩＩ型能带结构，如图３（ｃ）的插图所示。
在光照条件下，电子向ＺｎＯ微米线表面迁移，空穴向
ＣｄＳｅ量子点迁移，实现电子空穴对的快速分离。其

次，由于表面钝化作用，ＺｎＯ表面吸附的氧含量降低，
光生载流子和ＺｎＯ表面吸附氧分子的相互作用被最
小化。因此，ＣｄＳｅ量子点的修饰对提高ＺｎＯ微米线
光电探测器的响应速度起到了重要作用。
为了研究退火对ＣｄＳｅ量子点修饰的ＺｎＯ微米线

光电性能的影响，将ＣｄＳｅ量子点修饰的ＺｎＯ微米线
在Ａｒ气氛下６００℃退火３０ｍｉｎ。图５为退火前后
ＣｄＳｅ量子点修饰ＺｎＯ微米线光电探测器的光暗电流
随温度的变化。可以看出，在退火前材料的光暗电流
较低且随着温度的升高而逐渐上升。这是由于受
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图４ ＺｎＯ微米线和ＣｄＳｅ量子点修饰的ＺｎＯ微米线的光开关时间的对比。（ａ）ＺｎＯ；（ｂ）ＺｎＯ＋ＣｄＳｅ　ＱＤｓ
Ｆｉｇ．４ Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ　ｏｆ　ｒｉｓｅ　ａｎｄ　ｄｅｃａｙ　ｔｉｍｅ　ｏｆ　ＺｎＯ　ＭＷ　ａｎｄ　ＣｄＳｅ　ＱＤｓ　ｍｏｄｉｆｉｅｄ　ＺｎＯ　ＭＷ．（ａ）ＺｎＯ；（ｂ）ＺｎＯ＋ＣｄＳｅ　ＱＤｓ

图５ 退火前后ＣｄＳｅ量子点修饰ＺｎＯ微米线光电探测器的
光和暗电流的温度依赖性

Ｆｉｇ．５Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　ｄｅｐｅｎｄｅｎｃｅｓ　ｏｆ　ｌｉｇｈｔ　ａｎｄ　ｄａｒｋ　ｃｕｒｒｅｎｔｓ
ｏｆ　ＣｄＳｅ　ＱＤｓ　ｍｏｄｉｆｉｅｄ　ＺｎＯ　ＭＷ　ｐｈｏｔｏｄｅｔｅｃｔｏｒ　ｂｅｆｏｒｅ
　　 ａｎｄ　ａｆｔｅｒ　ａｎｎｅａｌｉｎｇ

ＺｎＯ表面态的影响，ＺｎＯ表面吸附的氧分子会从ＺｎＯ
中捕获自由电子，使ＺｎＯ的光暗电流显著降低。当温
度升高时，ＺｎＯ表面吸附的氧分子获得能量，从ＺｎＯ
表面解吸并释放自由电子，使光电流逐渐上升。退火
后，ＺｎＯ的光电流显著增大，且当温度升高时光电流
快速上升，在１５０Ｋ达到饱和。退火进一步降低了
ＺｎＯ表面态的影响，显著改善了ＺｎＯ的表面能带弯曲
以及表面态对光生载流子的捕获作用，同时在退火过
程中会使ＣｄＳｅ量子点表面的有机配体熔解。这两个
过程都能够显著促进光生载流子的分离和运输。因此
在退火后能够获得更高的光电响应以及更快的响应速

度，并且随着温度的升高，载流子在１５０Ｋ就能够达到
饱和［３４－３５］。

４　结　　论
在化学气相沉积法制备ＺｎＯ微米线和热注入法

制备ＣｄＳｅ量子点的基础上，研究了ＣｄＳｅ量子点对
ＺｎＯ微米线光电探测器性能的影响。ＺｎＯ和ＣｄＳｅ之
间的内建电场促进了光生电子空穴对的分离，使光电
流显著增加。在１Ｖ偏压下，光电流从１．５９×１０－６　Ａ
增加到４．３×１０－６　Ａ。同时，由于ＩＩ型能带结构和表
面钝化的影响，ＣｄＳｅ量子点修饰ＺｎＯ微米线光电探

测器的上升时间从１１．４ｓ下降到１．４ｓ，下降时间从
２８．６ｓ下降到６．８ｓ。最后，对材料进行热退火处理能
够获得更强的光电响应和更快的光响应速度。进一步
证实了ＣｄＳｅ量子点对ＺｎＯ光电性能的影响。综上所
述，ＣｄＳｅ量子点的表面修饰为制备具有高速光电响应
的ＺｎＯ微米线光电探测器提供了一种有效的方法。
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